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스 치에 한 것 ,  실시 에  신 는 각 채   킷에 포함 는 클럭 에지 정보  다

채   킷에 포함 는 클럭 에지 정보   다  타 에 전 한다. 수신 는 각 채  통해 전

  킷  각 채  클럭 에지  검 하고 검  클럭 에지에 동 하는 각 채  내  클럭

생 하고, 다  채  클럭 에지 , 신  클럭 에지가 지연  클럭 에지  리 연산한 결과에 라 각 채

  보정하여 각 채  내  클럭   생 하고, 각 채  내  클럭  하여 각 채  

킷  스플  정보  복원한다.
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청

청 항 1 

클럭 에지 정보  스플  정보  직 하여 각 전  단  포함하는 복수   킷  복수  채 에

하여 수신하는 신  수신  포함하고,

상  신 는 각 채   킷에 포함 는 클럭 에지 정보  다  채   킷에 포함 는 클럭

에지 정보   다  타 에 전 하고, 

상  수신 는 상  각 채  통해 전   킷  각 채  클럭 에지  검 하고 검  클럭

에지에 동 하는 각 채  내  클럭  생 하고, 다  채  클럭 에지 , 신  클럭 에지가 지연  클럭

에지  리 연산한 결과에 라 각 채   보정하여 상  각 채  내  클럭   생 하고, 상

각 채  내  클럭  하여 각 채   킷  상  스플  정보  복원하는 스플

스 치.

청 항 2 

청 항 1에 어 ,

상   킷  상  클럭 에지 정보  포함하는 리미  복수  픽   상  각 전  단  포

함하는 EPI 킷  스플  스 치. 

청 항 3 

청 항 2에 어 ,

상  신  상  복수  채  각각  통해 전 는 EPI 킷  클럭 에지 정보는 접한 다  채

통해 전 는 EPI 킷  클럭 에지 정보  상  각 전  단 보다   시간차  갖는 스플  

스 치.

청 항 4 

청 항 3에 어 ,

상  수신 는 제1  제2 채  통해 상  복수  EPI 킷  전 고,

상  제1  제2 채  내  클럭  각각 생 할 , 

각 채  EPI 킷  클럭 에지  검 하고 지연  통해 상   시간차만큼 지연시키고,

다  채  EPI 킷  검  다  채  클럭 에지 , 상  지연  신  클럭 에지  XOR 연산하여

각 채  클럭 스큐 신  생 하고,

상  각 채  클럭 스큐 신  하여 각 채  가 보정  내  클럭  생 하는 스플  

스 치. 

청 항 5 

청 항 4에 어 ,

상  각 전  단  EPI 킷

상  클럭  에지  정보  포함하는  4비트  리미 ,  40비트  제1  내지  제4  픽   포함하는

44UI(Unit Interval)  갖고,

상   시간차는 24UI  갖는 스플  스 치.
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청 항 6 

청 항 2에 어 ,

상  수신 는 제1 내지 제4 채  통해 상  복수  EPI 킷  전 고

상  제1 채  내  클럭  생 할 , 

상  제1 내지 제4 채  각각  EPI 킷  각 채  클럭 에지  검 하고,

상  제1 채  클럭 에지  제1 지연  통해 상   시간차만큼 지연시키고,

상  제2 채  클럭 에지  제2 지연  통해 상   시간차만큼 지연시키고,

상  제3 채  클럭 에지  제3 지연  통해 상   시간차만큼 지연시키고,

상  제4 채  클럭 에지  상  제1 내지 제3 지연  통해 지연  제1 내지 제3 클럭 에지  XOR 연산하여

상  제1 채  클럭 스큐 신  생 하고,

상  제1 채  클럭 스큐 신  하여 상  제1 채  가 보정  내  클럭  생 하는 스플

 스 치. 

청 항 7 

청 항 4에 어 ,

상  각 전  단  EPI 킷

상  클럭  에지  정보  포함하는  4비트  리미 ,  80비트  제1  내지  제8  픽   포함하는

84UI(Unit Interval)  갖고, 상   시간차는 24UI  갖는 스플  스 치.

청 항 8 

클럭 에지 정보  스플  정보  직 하여 각 전  단  포함하는 복수   킷  복수  채 에

하는 단계 , 

각 채   킷에 포함 는 클럭 에지 정보  다  채   킷에 포함 는 클럭 에지 정보  

 다  타 에 전 하는 단계 , 

상  각 채  통해 전   킷  각 채  클럭 에지  검 하고 검  클럭 에지에 동 하

는 각 채  내  클럭  생 하는 단계 ,

다  채  클럭 에지 , 신  클럭 에지가 지연  클럭 에지  리 연산한 결과에 라 각 채  

 보정하여 상  각 채  내  클럭   생 하는 단계 ,

상  각 채  내  클럭  하여 각 채   킷  상  스플  정보  복원하는 단계

포함하는 스플  스 치   전  .

 

 술  야

본   스플  정보  전   가시키고  비  전   전 적  간 (ElectroMagnetic[0001]

Interference; EMI)  감 시킬 수 는 스플  스 치  그   전  에 한 것 다.

 경  술

근 지   하여 상  시하는 스플  치 는 액정  한 액정 스플 (Liquid[0002]

Crystal  Display;  LCD),    다 드  한   다 드(Organic  Light  Emitting  Diode;

OLED) 스플 , 전 동  한 전 동 스플 (ElectroPhoretic Display; EPD) 등  적

다.

스플  치는  어  통해 상  시하는 과,  동하는  동 ,  동[0003]
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 제어하는  타  컨트 러  등  포함하고,   동 는   게 트  라 들  동하는  게 트

동 ,   라 들  동하는  동  포함한다.

타  컨트 러   동 는 전   수  감 시키고 고  전  하여, 제어 정보  상 [0004]

(픽  )  직 하고 클럭 정보  삽 하여 킷 단  변 하고 포 트- -포 트(Point-to-Point) 

식  킷  전 하는  드  포 트- -포 트  스(Embedded  Point-to-point  Interface;  하

EPI) 프  하고 다.

도 1  참조하 , 종래  EPI 킷  클럭 에지 정보가 포함  4비트  리미 (Delimiter)  10비트씩  제1[0005]

 제2 픽   포함하는 24비트,  24UI(Unit Interval)  전  단  갖고 타  컨트 러  

 동  전 다. 1UI는 1비트 전  시간 다.

 동 는 수신  EPI 킷  클럭 에지  하여 DLL(Delay Locked Loop)  통해 클럭 에지[0006]

동 하는 내  클럭  생 하고, 내  클럭  하여 EPI 킷  제어 정보  픽   샘플링하

여 복원한다.

그러나, EPI 킷  전  단 가 한정 가하  클럭 스큐(skew) 제  DLL 동 가 어 워 내  클럭  타[0007]

 맞 지 못하  에 가 실 는 제가 생하므 , 종래  EPI 스는 킷  전  단

  24UI 보다 가시킬 수 없는 어 움  다.

또한, 24UI 전  단  각 EPI 킷  20비트  상  에 4비트 리미   포함하여 120%(=24/2[0008]

0)  헤드(overhead) 동  므  EPI  전  도가 상승하고 에 비 하여 비 전   EMI가 

가하는 제점  다.

또한, 종래  스플  스 치는 도 2에 도시   같  복수  채 (CH1, CH2)  통해 24UI 전[0009]

단  복수  EPI 킷  전 하는 경우,  실  지하  하여 복수 채 (CH1, CH2)  통해 같  타

에 클럭 에지 정보  복 전 함  전   해보고  EMI가 가하는 제점  다.

 내

해결하 는 과제

본  스플  정보  전   가시키고 비 전   EMI  감 시킬 수 는 스플  [0010]

스 치  그   전   제공한다.

과제  해결 수단

 실시 에  스플  스 치에  신 는 각 채   킷에 포함 는 클럭 에지 정보[0011]

 다  채   킷에 포함 는 클럭 에지 정보   다  타 에 전 한다. 수신 는 각 채

통해 전   킷  각 채  클럭 에지  검 하고 검  클럭 에지에 동 하는 각 채  내

 클럭  생 하고, 다  채  클럭 에지 , 신  클럭 에지가 지연  클럭 에지  리 연산한 결과에 

라 각 채   보정하여 각 채  내  클럭   생 하고, 각 채  내  클럭  하여 각 채

  킷  스플  정보  복원한다.

 킷  클럭 에지 정보  포함하는 리미  복수  픽   각 전  단  포함하는 EPI 킷[0012]

다.

신  복수  채  각각  통해 전 는 EPI 킷  클럭 에지 정보는 접한 다  채  통해 전[0013]

는 EPI 킷  클럭 에지 정보  각 전  단 보다   시간차  갖는다.

수신 는 제1  제2 채  내  클럭  각각 생 할 , 각 채  EPI 킷  클럭 에지  검 하고[0014]

지연  통해  시간차만큼 지연시키고, 다  채  EPI 킷  검  다  채  클럭 에지 ,

지연  신  클럭 에지  XOR 연산하여 각 채  클럭 스큐 신  생 하고, 각 채  클럭 스큐 신

하여 각 채  가 보정  내  클럭  생 한다. 각 전  단  EPI 킷  상  클럭 에지 정보

포함하는 4비트  리미 ,  40비트  제1  내지 제4  픽   포함하는 44UI  갖고,   시간차는

24UI  갖  수 다.

상  수신 는 제1 내지 제4 채  통해 상  복수  EPI 킷  전 고, 제1 채  내  클럭  생 할[0015]
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, 제1 내지 제4 채  각각  EPI 킷  각 채  클럭 에지  검 하고, 제1 채  클럭 에지  제1

지연  통해  시간차만큼 지연시키고, 제2 채  클럭 에지  제2 지연  통해  시간차만큼 지연

시키고, 제3 채  클럭 에지  제3 지연  통해  시간차만큼 지연시키고, 제4 채  클럭 에지  제1

내지  제3  지연  통해  지연  제1  내지  제3  클럭  에지  XOR  연산하여  제1  채  클럭  스큐  신

생 하고, 제1 채  클럭 스큐 신  하여 제1 채  가 보정  내  클럭  생 한다. 각 전

단  EPI 킷  클럭 에지 정보  포함하는 4비트  리미 , 80비트  제1 내지 제8 픽   포함

하는 84UI)  갖고,  시간차는 21UI  갖  수 다.

 과

 실시 에  스플  스 치는 복수  채  하여  다  타 에 클럭 에지  전[0016]

하고, 각 채  클럭 에지  하여 각 채  내  클럭  생 할 수 과 아울러 접한 채  클럭 에

지  신  지연  클럭 에지  조합  하여 각 채  가 보정  내  클럭  생 할 수 다.

에 라,  실없  각 채  통해 공 할 수 는 EPI 킷당 전  단  UI 개수  가시  전[0017]

  향상시킬 수 고 헤드  저감에 해 비 전  감 시킬 수 , 복수  채 에  클럭

에지 타  산에 해 EMI  저감할 수 다.

도  간단한 

도 1  종래  EPI 킷   들어 나타낸 도 다.[0018]

도 2는 종래  스플  스 치에  복수  채  한  전   나타낸 도 다.

도 3  본   실시 에  스플  치   개략적  나타낸 블 도 다.

도 4는 본   실시 에  타  컨트 러  복수  트 동 IC  접  조  나타낸 도 다.

도 5는 본   실시 에  스플  스 치   개략적  나타낸 블 도 다.

도 6  본   실시 에  스플  스 치   전   나타낸 도 다.

도 7  본   실시 에  스플  스 치   개략적  나타낸 블 도 다.

도 8  본   실시 에  스플  스 치   전   나타낸 도 다.

 실시하  한 체적  내

하, 본  람직한 실시 들  첨  도  참조하여 하  한다.[0019]

도 3  본   실시 에  스플  치   개략적  나타낸 블 도 고, 도 4는  실시[0020]

에  스플  치에  타  컨트 러  복수   IC  접  조  개략적  나타낸 도

다.

도 3  참조하 , 스플  치는 (100),  게 트 동 (200),   동 (300),  타  컨트 러[0021]

(TCON)(400), 전원 (500) 등  비한다.

(100)  픽 들(PXL)  매트릭스 태  열  픽  어  통해 상  시한다. 픽  어  본[0022]

는 트(W), 드(R), 그린(G), 블루(B) 들  컬러 합  트  가능한 적어도 3개 상

 들(W/R/G, B/W/R, G/B/W, R/G/B, 또는 W/R/G/B)   수 다.

(100)  OLED  또는 액정  등과 같  다양한 스플   수 , 치 싱 능도 갖는[0023]

치 겸  스플   수 다.

전원 (500)는 스플  치에  필  하는 다양한 동 전압들  생 하여 공 한다. 전원 (500)는 [0024]

 공   전압  하여 치 스플  치  다양한  ,  타  컨트 러(400),

게 트 동 (200),  동 (300), (100)  동에 필 한 각종 동 전압들  생 하여 한다.

게 트 동 (200)는 타  컨트 러(400)  공  게 트 제어 신 에 라 스캔 스  생 하여 게[0025]

트 라 들  순차 동한다. 게 트 동 (200)는 게 트 라 에 해당 스캔 간마다 게 트  전압  스캔

스  공 하고, 다  게 트 라 들  동 는 나 지 간 동안 게 트 프 전압  공 한다.
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게 트 동 (200)는 적어도 하나  게 트 IC  고 TCP(Tape Carrier Package), COF(Chip On Film),[0026]

FPC(Flexible Print Circuit) 등과 같   필 에 실 어 (100)  PCB(100)에 TAB(Tape Automatic

Bonding) 식  착 거나, COG(Chip On Glass) 식  (100) 상에 실  수 다.  달리, 게

트 동 (200)는 (100)  픽  어  하는 막 트랜지스  어  함께 막 트랜지스  

에  (100)  비 시 역에 내  GIP(Gate In Panel) 타   수 다.

타  컨트 러(400)는 스트 시스 (미도시)  상 ,  타  신 들  공 는다. 타[0027]

신 들  도트 클럭,  에 블 신 , 수직 동  신 , 수평 동  신  포함한다. 수직 동  신  

수평 동  신 는  에 블 신  카운트하여 생 할 수 므  생략 가능하다.

타  컨트 러(400)는 스트 시스  공  타  신 들  하여 게 트 동 (200)  동[0028]

타  제어하는 게 트 제어 신 들  생 하여 게 트 동 (200)  공 한다.  들 , 게 트 제어 신

들  쉬프트 지스  스캔 동  제어하는 게 트 스타트 스, 게 트 쉬프트 클럭, 스캔 스  

타  제어하는 게 트  에 블 신  등  포함한다.

타  컨트 러(400)는 스트 시스  공  타  신 들  하여  동 (300)  동[0029]

타  제어하는  제어 신 들  생 하여  동 (300)  한다.  들 ,  제어 신

들   래치 타  제어하는  는 스 스타트 스, 스 샘플링 클럭,   타

 제어하는 스  에 블 신  등  포함한다. 타  컨트 러(400)는 스트 시스  공

 상 에 하여, 질 보상 나 비 전  감  등  한 다양한 상 처리  수행하여  동

(300)  한다.

 동 (300)는 타  컨트 러(400)  공   제어 신 에 해 제어 고, 타  컨트[0030]

러(400)  공  상  아날 그  신  변 하여 (100)   라 들  공 한

다.  동 (300)는 신에게 내 거나, 에 별도  비  감마 전압 생 (미도시)  공

 감마 전압 트   계조값에 각각 하는 계조 전압들  하고,  계조 전압들

하여 지  상  아날 그  신  변 하고, 아날 그  신  (100)  각 

 라  공 한다.

타  컨트 러(400)   동 (300)는 EPI 스  하여  수신한다.[0031]

타  컨트 러(400)는 상    제어 신 들  포함하는 스플  정보  EPI 프  [0032]

하여 클럭 에지 정보  포함하는 직  태  EPI 킷  변 하고 복수  채  통해 복수  EPI 킷

 동 (300)  전 한다.

EPI 킷  클럭과 제어 정보  직  태  포함하는 제어 킷, 클럭과 RGB 또는 WRGB  직  태[0033]

포함하는  킷 등  포함하고,  동 (300)에  DLL  내  클럭 킹(locking)  한 클럭 트

닝   포함한다.

특히, 타  컨트 러(400)는 복수  채 에  클럭 에지 타   어 나도  시간적  클럭 에지[0034]

산시  복수  EPI 킷  전 함  EMI  저감할 수 다.  동 (300)는 각 채  통해 전

EPI 킷  각 채  클럭 에지  검 하고 DLL  통해 클럭 에지  동 하는 내  클럭  생 한다. 또

한,  동 (300)는 다  채  클럭 에지  신  지연  클럭 에지  리 조합한 클럭 스큐 신 에

라 DLL   보정하여 내  클럭  생 한다. 게 생  각 채  내  클럭  하여 

동 (300)는 각 채  EPI 킷  전  스플  정보  복원하여 한다.

도  4  참조하 ,   동 (300)는  복수   IC(D-IC1~D-IC#)  포함한다.  복수   IC(D-[0035]

IC1~D-IC#) 각각  복수  채 (CHs)  통해 타  컨트 러(TCON)(400)  개별적  연결 다.

도 5는 본   실시 에  스플  스 치   개략적  나타낸 블 도 고, 도 6[0036]

  실시 에  스플  스 치   전  과 클럭 복원  나타낸 도 다.

도 5  참조하 , 본   실시 에  스플  스 치는 타  컨트 러(400)  단에[0037]

 신 (TX) , 각  동 IC(D-IC#)  단에  수신 (RX) , 신 (TX)  수신 (RX) 사

에 접  제1  제2 채 (CH1, CH2)  비한다. 제1 채 (CH1)  EPI 킷  차동 신  태  전 하는

제1  비하고, 제2 채 (CH2)는 제2  비한다. 신 (TX)  수신 (RX)는 제1  제2 

 통해 2개  채 (CH1, CH2)  EPI 킷  전 할 수 다.
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신 (TX)는 각 픽  상  직 하고 여러 픽  상  사 에 PLL(Phase Locked Loop)[0038]

 생  클럭  삽 하여 EPI 킷  변 하고 복수  EPI 킷  복수  채 (CH1, CH2)에 한다. 

신 (TX)는 복수  채 (CH1, CH2)   복수  EPI 킷  차동 신  태  변 하여 복수  채 (CH1,

CH2)  통해 각  동 IC(D-IC#)  수신 (RX)  전 한다.

특히, 신 (TX)는 도 6에 도시   같  제1 채 (CH1)에 치  제1 EPI 킷과, 제2 채 (CH2)에 치[0039]

제2 EPI 킷  클럭 에지  시간적  산시  제1  제2 EPI 킷  전 한다.

 동 IC(D-IC#)  수신 (RX)는 복수  채 (CH1, CH2) 각각  통해 전  EPI 킷  각 채[0040]

클럭 에지  검 하고 검  클럭 에지에 라 각 채  DLL  보정하여 클럭 에지  동 하  2UI 단

 주  갖는 내  클럭  생 한다. 수신 (RX)는 다  채  클럭 에지  신  지연  클럭 에지  

리 조합하여 검 한 클럭 스큐 신 에 라 각 채  DLL  보정하여 내  클럭  생 한다. 수신

(RX)는 각 채  내  클럭  하여 각 채  EPI 킷  스플  정보  샘플링하여 복원한다.

도 6  참조하 , 신 (TX)는 복수  채 (CH1, CH2) 각각  통해 10비트  R픽  [R0: R9], 10비트[0041]

W 픽  [W0:W9], 10비트  G 픽  [G0: G9], 10비트  B 픽  [B0:B9]  포함하는 각 본

픽  40비트 상 , 클럭 에지(라 징 에지)  지시하는 4비트  리미  포함하는 44UI 전  단

 각 EPI 킷  전 하 , 특히 신 (TX)는 제1 채 (CH1)  클럭 에지(CE1)  제2 채 (CH2)  클럭 에

지(CE2)  타  첩없  시간적  산시  전 한다.

 들 , 도 6에 도시   같  각 채  통해 44UI 전  단  각 EPI 킷  전 할 , 제1 채[0042]

(CH1)  통해 전 는 제1 EPI 킷  클럭 에지(CH1) , 제2 채 (CH2)  통해 전 는 제2 EPI 킷  클럭

에지(CH2)는 44UI 전  단  절 에 해당하는 22UI  시간간격  고 전  수 다.

수신 (RX)는 제1 채 (CH1)  통해 전  제1 EPI 킷  제1 채  클럭 에지(CE1)  검 하고 검[0043]

 클럭 에지(CE1)에 라 제1 채  DLL  보정하여 제1 채  내  클럭  생 한다.

수신 (RX)는 검  제1 채  클럭 에지(CE1)  지연 (D)  통해 미리 정해진 22UI만큼 지연시키고, 제2 채[0044]

(CH2)  통해 전  제2 EPI 킷  제2 채  클럭 에지(CE2)  검 한다. 지연 (D)  지연량  제

1  제2 클럭 에지(CH1, CH2)  시간차  22UI  정 다.

수신 (RX)는 제2 채  클럭 에지(CE2)  지연  제1 채  클럭 에지(D_CE1)  타적 리합(XOR) 연산[0045]

 하여 XOR 연산함  제2 채  클럭 에지(CE2) , 지연  제1 채  클럭 에지(D_CE1)  시간차에

해당하는 제1 채  DLL 클럭 스큐 신  생 하고, 생  제1 채  DLL 클럭 스큐 신 에 라 제1 채

 DLL  보정하여 제1 채  내  클럭  생 한다.

 동 한  수신 (RX)는 제2 채 (CH2)  제2 EPI 킷  검 한 제2 채  클럭 에지(CE2)[0046]

, 제1 채 (CH1)  클럭 에지(CE1)  제2 채  지연  클럭 에지(D_CE2)  XOR 연산한 결과  제2 채

DLL 클럭 스큐 신  하여 제2 채  DLL  통해 제2 채  내  클럭  생 한다.

수신 (RX)는 제1 채  내  클럭  하여 제1 채 (CH1)  통해 전  제1 EPI 킷  제1 본[0047]

픽  RWGB  복원하고, 제2 채  내  클럭  하여 제1 채 (CH2)  통해 전  제1 EPI 킷

 제2 본 픽  RWGB  복원한다.

에 라,  실시 에  스플  스 치는 EPI 킷  전  단  가시키   실[0048]

 지할 수  EPI 킷당 R/W/G/B 픽   전 할 수 므  전   향상시킬 수 고, 

헤드  110% (=44/40) 지 저감할 수 므  에 비 하는 비 전  저감할 수 , 복수  채

(CH1, CH2)에  클럭 에지  시간적  산에 해 EMI  저감할 수 다.

도 7  본   실시 에  스플  스 치   개략적  나타낸 블 도 고, 도 8[0049]

  실시 에  스플  스 치   전  과 클럭 복원  나타낸 도 다.

도 7  참조하 , 타  컨트 러(400)  신 (TX) , 각  동 IC(D-IC#)  수신 (RX)는 제1 내지[0050]

제4 채 (CH1, CH2, CH3, CH4)  통해 도 8에 도시   같  복수  EPI 킷  전 할 수 다.

도 8  참조하 , 신 (TX)는 4개 채 (CH1, CH2, CH3, CH4) 각각  통해 제1 본 픽  40비트 RWGB [0051]

  제2 본 픽  40비트 RWGB , 클럭 에지(라 징 에지)  지시하는 4비트  리미  포함하

는 84UI  전  단  각 EPI  킷  전 하 , 4개 채 (CH1,  CH2,  CH3,  CH4)  각각  클럭 에지(CE1,  CE2,
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CE3, CE4) 타  첩없  시간적  산시  전 한다.

 들 , 도 8에 도시   같  각 채  통해 84UI 전  단  각 EPI 킷  전 할 , 4개 채[0052]

(CH1, CH2, CH3, CH4)  클럭 에지(CE1, CE2, CE3, CE4) 각각  21UI  시간간격  고 전  수 다.

수신 (RX)는 제1 채 (CH1)  EPI 킷  클럭 에지(CE1)  검 하여 제1 채  내  클럭  생 한다.[0053]

수신 (RX)는 제2 채 (CH1)  EPI 킷  제2 채  클럭 에지(CE2)  검 하고, 제3 채 (CH1)  EPI

킷  제3 채  클럭 에지(CE3)  검 하고, 제4 채 (CH4)  EPI 킷  제4 채  클럭 에지

(CE4)  검 한다. 수신 (RX)는 제1 채  클럭 에지(CE1)  지연 (D1)  통해 미리 정해진 21UI만큼 지연시

키고, 제2 채  클럭 에지(CE2)  지연 (D2)  통해 21UI만큼 지연시키고, 제3 채  클럭 에지(CE3)  지

연 (D3)  통해 21UI만큼 지연시킨다. 제1 내지 제3 지연 (D1, D2, D3) 각각  지연량  제1 내지 제3 클럭

에지(CH1, CH2, CH3, CH4) 각각  시간차  21UI  정 다.

수신 (RX)는 제1 내지 제3 채  지연  클럭 에지(D_CE1, D_CE2, D_CE3) , 제4 채  클럭 에지(CE4)[0054]

타적 리합(XOR)  연산  하여 XOR  연산하여 제2  내지 제4  채 (CH2,  CH3,  CH4)  클럭 에지(CE2,

CE3, CE4)가 검  마다 제1 채  DLL 클럭 스큐 신  순차적  생 하고, 생  제1 채  DLL 클

럭 스큐 신 에 라 제1 채  DLL  보정하여 제1 채  내  클럭  생 한다.

 사한  수신 (RX)는 제2 내지 제4 채  내  클럭도 각각 생 한다.[0055]

수신 (RX)는 제1 내지 제4 채  내  클럭 각각  제1 채  내  클럭  하여 제1 채 (CH1)  통해[0056]

전  제1 EPI 킷  제1 본 픽  RWGB  복원하고, 제2 채  내  클럭  하여 제1

채 (CH2)  통해 전  제1 EPI 킷  제2 본 픽  RWGB  복원한다.

에 라,  실시 에  스플  스 치는 EPI 킷  전  단  가시키   실[0057]

 지할 수  EPI 킷당 2개 본픽  R/W/G/B 픽    전 할 수 므  전  

향상시킬 수 고, 헤드  105% (=84/80) 지 욱 저감할 수 므  에 비 하는 비 전  저감할

수 , 복수  채 (CH1, CH2, CH3, CH4)에  클럭 에지  시간적  산에 해 EMI  저감할 수 다.

상   본  시적  한 것에 과하 , 본  하는 술 야에  통상  지식  가[0058]

진 에 해 본  술적 사상에  어나지 않는 에  다양한 변  가능할 것 다.  라  본 

 에 개시  실시 들  본  한정하는 것  아니다.  본  는 아래  특허청 에

해 해 어야 하 , 그  균등한  내에 는 든 술도 본  에 포함 는 것  해 해야

할 것 다.

 

100:                              200: 게 트 동[0059]

300:  동                     400: 타  컨트 러

500: 전원                            D-IC1~D-IC#:  IC

TX: 신                             RX: 수신

D, D1~D3: 지연                       CH1~CH4: 채

CE1~CE4: 클럭 에지
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